2° Ft S.T.A. BEST

FILA1 29-5-2014

N.B. Per ogni domanda possono esserci piu rispossatte

1. Si effettua il drogaggio del Silicio per :
modificarne le proprieta chimiche
modificarne le proprieta fisiche
modificarne la conducibilita elettrica
magnetizzarlo
nessuno dei precedenti

2. Il drogaggio di tipo N consiste nell'immissionael
Silicio di :
atomi di elementi del 6° gruppo
atomi di elementi del 3° gruppo
atomi di Boro
atomi di Gallio
nessuno dei precedenti

3. Il Silicio & un element: :
semiconduttore
del 4° gruppo della Tavola periodica
isolante
conduttore
nessuno dei precedenti

4. Il drogaggio di tipo P consiste nell'immissione
nel Silicio di :
atomi di elementi del 3° gruppo
atomi di elementi del 5° gruppo
atomi di Boro o Gallio
atomi di Fosforo o Arsenico
nessuno dei precedenti

5. LalLacunae:
un elettrone in eccesso
la mancanza di un elettrone in un legame covalent
la mancanza di un atomo nel cristallo di Silicio
un portatore virtuale di carica elettrica positiv
nessuno dei precedenti

6. Una concentrazione tipica di atomi droganti e :
107 [atomi/cnd]
10" [atomi/cnd]
1 atomo drogante ogni 4Gtomi di Boro
1 atomo drogante ogni 4@tomi di Silicio
nessuno dei precedenti

7. Per far passare corrente nel diodo bisogna :
polarizzarlo inversamente (+ suN, -su P)
polarizzarlo direttamente (+suN,-suP)
polarizzarlo direttamente (+suP,-suN)
polarizzarlo inversamente (+ suP,-suN)
nessuno dei precedenti

8. In un diodo, la corrente :
convenzionale va dall’ Anodo al Catodo
effettiva & un flusso di elettronida P a N
effettiva e un flusso di elettronida N a P
convenzionale va dal Catodo all’ Anodo
nessuno dei precedenti

9. Il diodo al Silicio :
guando non conduce & quasi come un corto circuito
guando conduce € quasi come un circuito aperto
guando conduce emette radiazione visibile
guando conduce emette radiazione infrarossar&alo
nessuno dei precedenti

10. Il diodo &€ un componente :
non lineare , passivo
lineare
con caratteristica I/V non rettilinea
con caratteristica I/V rettilinea
nessuno dei precedenti

11. In un raddrizzatore a semionda :

la corrente € bidirezionale

il diodo non conduce per piu di meta periodo
il diodo conduce per meno di meta periodo
lavak = Vg , nel semiperiodo negativo
nessuno dei precedenti

12. In un Condensatore :

la capacita e data a C = V/Q

la capacitae dataa C=Q /V

la capacita & direttam. proporzionale a distaamaature
la capacita € inversam. proporzionale a superéirmature
nessuno dei precedenti

13. In un circuito RC sottoposto a Onda Quadra 0+10 [Y,
con frequenza = 100 [Hz], se RC =2 [ms] :

il condensatore si carica e si scarica completden
il condensatore non si carica e scarica compietde
dopo 2 [ms] da inizio carica, vc = 6,3 [V]

dopo 2 [ms] da inizio scarica, vc = 3,7 [V]
nessuno dei precedenti

14. In un circuito RC, se la costante di tempo € gnde:

il circuito & veloce ( a rispondere al segnalaito

dal generatore )

il circuito e lento

il condensatore si scarica velocemente

il condensatore si scarica lentamente
nessuno dei precedenti

“ “

Risposta esatta : 5 pt

Risp. incompletal+3 pt

Nessuna risposta : 0 pt Risfrrata : - 1 pt




15. Disegna i grafici divg , Vak di un raddrizzatore a semionda ( T = 20 [ms], ¥max = 10 [V], forma : sinusoide )
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2° Ft S.T.A. 5°™H

FILA 2 29 -5-2014

N.B. Per ogni domanda possono esserci piu rispossatte

1. Il Silicio & un elementt:
conduttore
semiconduttore
isolante
del 4° gruppo della Tavola periodica
nessuno dei precedenti

2. Si effettua il drogaggio del Silicio per :
magnetizzarlo
modificarne le proprieta fisiche
modificarne la conducibilita elettrica
modificarne le proprieta chimiche
nessuno dei precedenti

3. ll drogaggio di tipo P consiste nell'immissione
nel Silicio di :
atomi di elementi del 4° gruppo
atomi di elementi del 5° gruppo
atomi di Fosforo
atomi di Arsenico
nessuno dei precedenti

4. 1l drogaggio di tipo N consiste nell'immissionael
Silicio di :
atomi di elementi del 3° gruppo
atomi di elementi del 5° gruppo
atomi di Boro o Gallio
atomi di Fosforo o Arsenico
nessuno dei precedenti

5. Una concentrazione tipica di atomi droganti e :
10" [atomi/cn]
107 [atomi/cn]
1 atomo drogante ogni 4 Gitomi di Silicio
1 atomo drogante ogni fGtomi di Silicio
nessuno dei precedenti

6. La Lacunaée:
la mancanza di un atomo nel cristallo di Silicio
la mancanza di un elettrone in un legame covalent
un elettrone in eccesso
un portatore virtuale di carica elettrica negativ
nessuno dei precedenti

7. Il diodo &€ un componente :

lineare

non lineare, passivo

con caratteristica I/V rettilinea

con caratteristica I/V non rettilinea
nessuno dei precedenti

8. Per far passare corrente nel diodo bisogna :

polarizzarlo direttamente (+su P, -su N)
polarizzarlo direttamente (+ SUN ,-su P )
polarizzarlo inversamente (+suP,-suN)
polarizzarlo inversamente (+ suN,-suP)
nessuno dei precedenti

9. In un diodo, la corrente :
convenzionale va dal Catodo all’ Anodo
effettiva & un flusso di elettroni da N a P
effettiva & un flusso di elettroni da P a N
convenzionale va dall’ Anodo al Catodo
nessuno dei precedenti

10. 1l diodo al Silicio :
quando conduce e quasi come un corto circuito
guando non conduce & quasi come un circuito@per
guando conduce emette radiazione infrarossar&alo
quando conduce emette radiazione visibile
nessuno dei precedenti

11. In un raddrizzatore a semionda :

la corrente € unidirezionale

il diodo conduce per meta periodo

il diodo conduce per meno di meta periodo
VG = Vak + VR

nessuno dei precedenti

12. In un Condensatore :

la capacita e data a C = Q*V

la capacitaedataaC=Q /V

la capacita &€ direttam. proporzionale a superéicmature
la capacita € inversam. proporzionale a distanzeature
nessuno dei precedenti

13. Inun circuito RC, se la costante di tempo eigrola :

il circuito & veloce ( a rispondere al segnalaito
dal generatore )

il circuito e lento “ “

il condensatore si carica lentamente

il condensatore si carica velocemente
nessuno dei precedenti

14. In un circuito RC sottoposto a Onda Quadra 0+Q
[V], con frequenza = 1 [KHz], se RC = 0,1 [ms] :

il condensatore si carica e si scarica completden
il condensatore non si carica e scarica compietie
dopo 0,1 [ms] da inizio carica, vc = 6,3 [V]

dopo 0,1 [ms] da inizio scarica, vc = 3,7 [V]
nessuno dei precedenti

Risposta esatta : 5 pt Risp. incompletal+3 pt

Nessuna risposta : 0 pt RisErrata : - 1 pt




15.Disegna i grafici divg , Vk di un raddrizzatore a semionda ( T =10 [ms], ¥nax = 5 [V], forma : sinusoide )
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